
JP 2012-114173 A 2012.6.14

10

(57)【要約】
【課題】半導体パッケージ基板相互に接続してＰＯＰ構
造を形成するに際して、各半導体パッケージ基板の接続
端子相互を確実に半田接続可能とし、電気的接続信頼性
を格段に向上することが可能な半導体装置の製造方法及
び半導体装置を提供する。
【解決手段】半導体装置１において、モールド樹脂層７
の各ビア６から露出されている各半田ボール５の上端部
は、銅製支持板１０のエッチング除去の際に、モールド
樹脂層７の樹脂残渣等が残存しない清浄な状態に保持さ
れており、これにより各半田ボール５の濡れ性を向上し
てパッケージ基板１３の各半田ボール１４との接続が確
実に行われるとともに、半導体装置１とパッケージ基板
１３との電気的接続信頼性が格段に向上される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持板に突起状の半田ボール搭載部を形成するとともに、半田ボール搭載部に半田ボー
ルを搭載する工程と、
　半導体チップが実装され、半導体チップの実装面に接続パッドが形成された回路基板と
前記支持板とを対向配置し、支持板と回路基板の接続パッドとを半田ボールを介して接続
する工程と、
　前記支持板と回路基板の半導体チップ実装面との間に樹脂層を形成する工程と、
　前記支持板を除去して、前記突起状の半田ボール搭載部の形状に沿って樹脂層にビアを
形成するとともに、半田ボールの一部をビアを介して樹脂層から露出させる工程とを含む
半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記支持板にて、前記半田ボール搭載部に金属皮膜を形成する工程を含み、
　前記金属皮膜は、支持板を除去する際に、半田ボール側に残存されることを特徴とする
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記金属皮膜形成工程において、前記半田ボールと接触する金属皮膜を含む複数層の金
属皮膜を形成し、
　前記支持板の半田ボール搭載部に半田ボールを搭載する際、半田ボールの融点以上に加
熱することにより少なくとも前記半田ボールと接触する金属皮膜と半田ボールとで合金を
形成することを特徴とする請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記支持板を除去する際、半田ボールと合金を形成する金属皮膜以外の他の金属皮膜は
、半田ボール表面にそのまま残存することを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項５】
　前記支持板の除去はエッチングを介して行われることを特徴とする請求項１、請求項２
及び請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　半導体チップが実装され、半導体チップ実装面に接続パッドが形成された回路基板と、
　前記回路基板の半導体チップ実装面に形成された樹脂層と、
　前記接続パッドに接続されるとともに前記樹脂層から一部露出された状態で設けられた
実装用端子とを備えた半導体装置において、
　前記実装用端子は、支持板に搭載された半田ボールを前記接続パッドに接続するととも
に前記回路基板の実装面と支持板との間に前記樹脂層を形成した後、支持板を除去するこ
とにより形成されるビアを介して樹脂層から一部露出されていることを特徴とする半導体
装置。
【請求項７】
　前記支持板にて、前記半田ボールが搭載される半田ボール搭載部には金属皮膜が形成さ
れており、
　前記金属皮膜は、支持板を除去する際に、半田ボール側に残存されることを特徴とする
請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記金属皮膜は、前記半田ボールと接触する金属皮膜を含む複数層の金属皮膜から形成
されており、
　前記支持板の半田ボール搭載部に半田ボールを搭載する際、半田ボールの融点以上に加
熱することにより少なくとも前記半田ボールと接触する金属皮膜と半田ボールとは合金を
形成することを特徴とする請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記支持板を除去する際、半田ボールと合金を形成する金属皮膜以外の他の金属皮膜は
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、半田ボール表面にそのまま残存することを特徴とする請求項８に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は半導体装置の製造方法及び半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、デジタルカメラや携帯電話機等の各種電子機器における高機能化、特に、画
像処理の高機能化が進展するに伴って、２つ以上の半導体パッケージを相互にスタックし
た、所謂、ＰＯＰ（Package On Package）の形態で使用することが増加している。
【０００３】
　このような状況下、半導体パッケージのＰＯＰ化を実現するために各種の半導体装置が
提案されている。
　例えば、米国特許第７７７７３５１号公報には、下側回路基板上に形成された上側接続
端子に対して半田ボールを供給し、かかる下側回路基板の上面に絶縁材料によりモールド
樹脂層を形成した半導体パッケージが記載されている。かかる半導体パッケージにおける
半田ボールの上側には、その上面が上方に露出するように円錐状のビアが形成されている
。
【０００４】
　ここに、半田ボールの上面を上方に露出させるビアは、モールド樹脂層に対してレーザ
穴あけプロセスを行うことにより形成されている。
　そして、前記半導体パッケージを上側の基板と接続してＰＯＰ構造を達成するために、
上側の回路基板の下面に形成された半田ボールを半導体パッケージのビア内に配置すると
ともに、半田リフロー処理を行うことにより、下側の半導体パッケージと上側の回路基板
とを半田接続するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７７７７３５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記したＰＯＰ構造を実現するために使用される半導体パッケージのビ
アは、レーザ穴あけプロセスのようなレーザ加工により形成されており、このようにレー
ザ加工によりモールド樹脂層を除去してビアを形成する場合には、半田ボールの表面から
完全に樹脂成分を除去することは極めて困難である。
【０００７】
　これに起因して、半田ボールの表面に、樹脂成分の皮膜が残存してしまい、この結果、
半田リフロー処理を行ったとしても、ビア内の半田ボールと上側の回路基板の下面に形成
された半田ボールとを確実に半田接続することは困難なものである。これにより、半導体
パッケージ基板相互の電気的接続信頼性が著しく低下してしまう虞が多分に存する。
【０００８】
　本願は、半導体パッケージ基板相互を接続してＰＯＰ構造を形成するに際して、各半導
体パッケージ基板の接続端子相互を確実に半田接続可能とし、電気的接続信頼性を格段に
向上することが可能な半導体装置の製造方法及び半導体装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願に開示されている半導体装置の製造方法は、支持板に突起状の半田ボール搭載部を
形成するとともに、半田ボール搭載部に半田ボールを搭載する工程と、半導体チップが実
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装され、半導体チップの実装面に接続パッドが形成された回路基板と前記支持板とを対向
配置し、支持板と回路基板の接続パッドとを半田ボールを介して接続する工程と、前記支
持板と回路基板の半導体チップ実装面との間に樹脂層を形成する工程と、前記支持板を除
去して、前記突起状の半田ボール搭載部の形状に沿って樹脂層にビアを形成するとともに
、半田ボールの一部をビアを介して樹脂層から露出させる工程とを含む。
【００１０】
　ここに、前記支持板にて、前記半田ボール搭載部に金属皮膜を形成する工程を含み、前
記金属皮膜は、支持板を除去する際に、半田ボール側に残存されることが望ましい。
【００１１】
　前記金属皮膜形成工程において、前記半田ボールと接触する金属皮膜を含む複数層の金
属皮膜を形成し、前記支持板の半田ボール搭載部に半田ボールを搭載する際、半田ボール
の融点以上に加熱することにより少なくとも前記半田ボールと接触する金属皮膜と半田ボ
ールとで合金を形成することが望ましい。
【００１２】
　前記支持板を除去する際、半田ボールと合金を形成する金属皮膜以外の他の金属皮膜は
、半田ボール表面にそのまま残存することが望ましい。
【００１３】
　前記支持板の除去はエッチングを介して行われることが望ましい。
【００１４】
　本願に開示されている半導体装置は、半導体チップが実装され、半導体チップ実装面に
接続パッドが形成された回路基板と、前記回路基板の半導体チップ実装面に形成された樹
脂層と、前記接続パッドに接続されるとともに前記樹脂層から一部露出された状態で設け
られた実装用端子とを備えた半導体装置において、前記実装用端子は、支持板に搭載され
た半田ボールを前記接続パッドに接続するとともに前記回路基板の実装面と支持板との間
に前記樹脂層を形成した後、支持板を除去することにより形成されるビアを介して樹脂層
から一部露出されている。
【００１５】
　ここに、前記支持板にて、前記半田ボールが搭載される半田ボール搭載部には金属皮膜
が形成されており、前記金属皮膜は、支持板を除去する際に、半田ボール側に残存される
ことが望ましい。
【００１６】
　前記金属皮膜は、前記半田ボールと接触する金属皮膜を含む複数層の金属皮膜から形成
されており、前記支持板の半田ボール搭載部に半田ボールを搭載する際、半田ボールの融
点以上に加熱することにより少なくとも前記半田ボールと接触する金属皮膜と半田ボール
とは合金を形成することが望ましい。
【００１７】
　前記支持板を除去する際、半田ボールと合金を形成する金属皮膜以外の他の金属皮膜は
、半田ボール表面にそのまま残存することが望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本願に開示された半導体装置の製造方法及び半導体装置では、半導体装置の実装用端子
は、支持板の突起状半田ボール搭載部に搭載された半田ボールを接続パッドに接続すると
ともに回路基板の実装面と支持板との間に樹脂層を形成した後、支持板を除去する際に半
田ボール搭載部の形状に沿って樹脂層に形成されるビアを介して一部露出させることによ
り形成されるので、実装用端子となる半田ボールの表面は、支持板を除去する際に清浄な
状態にされ、これにより半田ボールの表面にモールド樹脂の残渣が残存することを確実に
防止することができる。
　従って、半導体パッケージ基板相互を接続してＰＯＰ構造を形成するに際して、各半導
体パッケージ基板の接続端子相互を確実に半田接続可能とし、電気的接続信頼性を格段に
向上することが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本願の第１実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図２】本願の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図３】支持板において半田ボール搭載部を形成する方法を示す説明図である。
【図４】第１実施形態の半導体装置を製造した後、半導体装置に対して他の回路基板をス
タックしてＰＯＰ構造を製造する方法を示す説明図である。
【図５】本願の第２実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図６】本願の第２実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図７】支持板における半田ボール搭載部に金属めっき皮膜を形成する方法を示す説明図
である。
【図８】支持板において金属めっき皮膜を介して半田ボール搭載部に搭載された半田ボー
ルを金属皮膜と共に回路基板の接続パッド側に残存させる概念を模式的に示す説明図であ
る。
【図９】第２実施形態の半導体装置を製造した後、半導体装置に対して他の回路基板をス
タックしてＰＯＰ構造を製造する方法を示す説明図である。
【図１０】本願の第２実施形態に係る半導体装置の他の製造方法を示す説明図である。
【図１１】他の製造方法において、支持板の金属めっき皮膜を回路基板に搭載された半田
ボール側に残存させる概念を模式的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本願の第１実施形態に係る半導体装置について図１に基づき説明する。
　図１において、第１実施形態に係る半導体装置１は回路基板２を備えており、回路基板
２の上面（半導体チップ実装面）には半導体チップ３が搭載されている。半導体チップ３
の両側には、それぞれ２つの接続パッド４が形成されている。各接続パッド４には、半田
ボール５が搭載されている。
【００２１】
　前記回路基板２上面には、半導体チップ３を被覆するとともに、各半田ボール５の上端
部が露出されるようにビア６を有するモールド樹脂層７が形成されている。モールド樹脂
層７の各ビア６から露出される半田ボール５の上端面は、後述する銅製支持板のエッチン
グを行って除去する際に清浄な状態とされ、モールド樹脂層７の樹脂残渣等は残存してい
ない。
【００２２】
　回路基板２の下面には、複数個の接続端子８が形成されており、各接続端子８には、半
田ボール９が搭載されている。
【００２３】
　続いて、前記のように構成される半導体装置１の製造方法について図２乃至図４に基づ
き説明する。
　図２において、先ず、銅製支持板１０上に半田ボール５を搭載するための半田ボール搭
載部１１が形成される（図２（Ａ））。かかる半田ボール搭載部１１の形成方法について
図３に基づき詳細に説明する。
【００２４】
　半田ボール搭載部１１を有する銅製支持板１０を形成するには、先ず、図３（Ａ）に示
す銅製薄板Ｋを用意し、図３（Ｂ）に示すように、銅製薄板Ｋの片側全面にフォトレジス
トを塗布形成してフォトレジスト膜１２を形成する。この後、半田ボール搭載部１１に対
応する部分のみにフォトレジスト膜１２が残存するように半田ボール搭載部１１に対応す
る部分以外の部分が開口されたマスクで被覆し、通常に従い露光、現像を行う。これによ
り、図３（Ｃ）に示すように、半田ボール搭載部１１に対応する部分のみがフォトレジス
ト膜１２で被覆され、他の部分からはフォトレジスト膜１２が除去される。
【００２５】
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　この後、銅製薄板Ｋを銅エッチング液に浸漬し、所謂ハーフエッチングが行われる。こ
れにより、銅製薄板Ｋにおいてフォトレジスト膜１２で被覆されていない部分（半田ボー
ル搭載部１１に対応しない部分）がエッチングされ、その厚さが薄くされる。この状態で
、フォトレジスト膜１２が存在する半田ボール搭載部１１に対応する部分の厚さはそのま
ま維持されるので、その後、レジスト膜１２を剥離すると、図３（Ｄ）に示すように、銅
製薄板Ｋから半田ボール搭載部１１を有する銅製支持板１０が形成される。
【００２６】
　図２戻って説明を続けると、前記のように銅製支持板１０に半田ボール搭載部１１を形
成した後、半田リフロー処理を行うことにより各半田ボール搭載部１１に対して半田ボー
ル５が搭載される（図２（Ｂ））。
【００２７】
　また、回路基板２（図２（Ｃ））に対してフリップチップ実装を行い、回路基板２の上
面に半導体チップ３を実装する（図２（Ｄ））。
【００２８】
　前記のように半導体チップ３が実装された回路基板２における各接続パッド４に対して
、銅製支持板１１の各半田ボール５を対向当接するとともに、半田リフロー処理を行う。
これにより、図２（Ｅ）に示すように、銅製支持板１１の各半田ボール５が回路基板２に
おける各接続パッド４に半田接続される。
【００２９】
　続いて、図２（Ｆ）に示すように、所謂トランスファーモールド法により、回路基板２
の実装面と銅製支持板１１との間にエポキシ系樹脂を充填し、モールド樹脂層７を形成す
る。
【００３０】
　この後、例えば、アルカリエッチング液（メルテックス社製、商品名：Ａプロセス）に
よりエッチングを行い、銅製支持板１０のみを選択的に除去する（図２（Ｇ））。
　この状態において、モールド樹脂層７には、銅製支持板１０に形成された突起状の半田
ボール搭載部１１の形状に沿ってビア６が形成されており、モールド樹脂層７の各ビア６
から露出される半田ボール５の上端面は、銅製支持板１０のエッチング除去時にエッチン
グ液により清浄な状態とされ、モールド樹脂層７の樹脂残渣等は残存していない。
【００３１】
　更に、必要に応じて半田リフロー処理を行い、回路基板２の下面に形成された各接続端
子８には半田ボール９が搭載される（図２（Ｈ））。
【００３２】
　この後、図２（Ｉ）で示す位置Ｐで、回路基板２はブレードを介して個片切断される。
これにより、個片化された半導体装置１が製造される。各半導体装置１において、モール
ド樹脂層７の各ビア６から露出されている半田ボール５の上端部は、他の回路基板等とを
接続するための実装用端子となる。
【００３３】
　前記のように製造された半導体装置１には、図４に示すように、他のパッケージ基板１
３がスタックされ、ＰＯＰ構造が形成される。
　ここで、半導体装置１に対して他のパッケージ基板１３をスタックする方法について図
４に基づき説明する。
【００３４】
　図４において、パッケージ基板１３の下面において形成された各接続端子には、半田ボ
ール１４が搭載されており、先ず、図４（Ａ）に示すようにパッケージ基板１３の各半田
ボール１４と半導体装置１にて各ビア６から露出されている半田ボール５の上端部とが対
向配置される。更に、図４（Ｂ）に示すように、パッケージ基板１３の各半田ボール１４
を、各半田ボール５が露出される各ビア６に配置して、パッケージ基板１３を半導体装置
１上にプリスタックする。
【００３５】
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　前記のように、パッケージ基板１３を半導体装置１にプリスタックした状態で、半田リ
フロー処理が行われる。これにより、パッケージ基板１３の各半田ボール１４と半導体装
置１の各半田ボール５とが相互に溶融接続される。この状態が図４（Ｃ）に示されている
。
　ここに、パッケージ基板１３を半導体装置１にプリスタックする際、半導体装置１にお
けるモールド樹脂層７には、各半田ボール５の一部が露出するように逆円錐状のビア６が
形成されているので、パッケージ基板１３の各半田ボール１４を簡単に各ビア６に配置す
ることが可能となり、結果的に、半導体装置１に対するパッケージ基板１３の搭載を容易
且つ確実に行うことができる。
【００３６】
　前記第１実施形態に係る半導体装置１及びその製造方法によれば、半導体装置１におい
て、モールド樹脂層７の各ビア６から露出されている各半田ボール５の上端部は、銅製支
持板１０のエッチング除去の際に、モールド樹脂層７の樹脂残渣等が残存しない清浄な状
態に保持されており、これにより各半田ボール５の濡れ性を向上してパッケージ基板１３
の各半田ボール１４との接続を確実に行うことができるとともに半導体装置１とパッケー
ジ基板１３との電気的接続信頼性を格段に向上することができる。
【００３７】
　次に、第２実施形態に係る半導体装置について、図５乃至図９に基づき説明する。
　図５において、第２実施形態に係る半導体装置２１は回路基板２２を備えており、回路
基板２２の上面（半導体チップ実装面）には半導体チップ２３が搭載されている。半導体
チップ２３の両側には、それぞれ２つの接続パッド２４が形成されている。各接続パッド
２４には、半田ボール２５が搭載されている。
【００３８】
　前記回路基板２２上面には、半導体チップ２３を被覆するとともに、各半田ボール２５
の上端部が露出されるようにビア２６を有するモールド樹脂層２７が形成されている。モ
ールド樹脂層２７の各ビア２６から露出される半田ボール２５の上端面には、後述する方
法により形成される金属めっき皮膜Ｍが被着形成されている。
【００３９】
　回路基板２２の下面には、複数個の接続端子２８が形成されており、各接続端子２８に
は、半田ボール２９が接続されている。
【００４０】
　続いて、前記のように構成される半導体装置２１の製造方法について図６乃至図８に基
づき説明する。
　図６において、先ず、銅製支持板３０上に半田ボール２５を搭載するための半田ボール
搭載部３１が形成される（図６（Ａ））。半田ボール搭載部３１の上面には、金属めっき
皮膜Ｍが被着形成されている。かかる半田ボール搭載部３１の形成方法及び半田ボール搭
載部３１への金属めっき皮膜の形成方法について図７に基づき詳細に説明する。
【００４１】
　半田ボール搭載部３１を有する銅製支持板３０を形成するには、先ず、図７（Ａ）に示
す銅製薄板Ｋを用意し、図７（Ｂ）に示すように、銅製薄板Ｋの両面における全面にフォ
トレジストを塗布形成してフォトレジスト膜３２を形成する。この後、半田ボール搭載部
３１に対応する部分のみにフォトレジスト膜３２が残存するように半田ボール搭載部３１
に対応する部分以外の部分が開口されたマスクで被覆し、通常に従い露光、現像を行う。
これにより、図７（Ｃ）に示すように、半田ボール搭載部３１に対応する部分のみがフォ
トレジスト膜３２で被覆され、他の部分からはフォトレジスト膜３２が除去される。
【００４２】
　この後、銅製薄板Ｋを銅エッチング液に浸漬し、所謂ハーフエッチングが行われる。こ
れにより、銅製薄板Ｋにおいてフォトレジスト膜３２で被覆されていない部分（半田ボー
ル搭載部３１に対応しない部分）がエッチングされ、その厚さが薄くされる。この状態で
、フォトレジスト膜３２が存在する半田ボール搭載部３１に対応する部分の厚さはそのま
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ま維持されるので、その後、レジスト膜３２を剥離すると、図７（Ｄ）に示すように、銅
製薄板Ｋから半田ボール搭載部３１を有する銅製支持板３０が形成される。
【００４３】
　続いて、半田ボール搭載部３１に金属めっき皮膜を形成するには、図７（Ｅ）に示すよ
うに、アクリルポリマーから調整される電着レジストを銅製支持板３０の全面に塗布形成
することにより、電着レジスト膜３３を形成する。更に、半田ボール搭載部３１が形成さ
れた銅製支持板３０の上面にマスクで被覆し、通常に従い露光、現像を行う。これにより
、図７（Ｆ）に示すように、電着レジスト膜３３にて半田ボール搭載部３１に対応する部
分に開口３４される。
【００４４】
　この後、図７（Ｇ）に示すように、開口３４を介して、半田ボール搭載部３１に金属め
っき皮膜Ｍを形成する。金属めっき皮膜Ｍは４層構造を有しており、半田ボール搭載部３
１側から外側に金めっき皮膜Ｍ１、パラジウムめっき皮膜Ｍ２、ニッケルめっき皮膜Ｍ３
、パラジウムめっき皮膜Ｍ４（図８参照）から形成されている。
【００４５】
　かかる金属めっき皮膜Ｍを形成するには、先ず、前記のように電着レジスト層３３に開
口３４を形成した銅製支持板３０を金めっき浴に一定時間浸漬する。
　ここに、金めっき浴に貯留される６メッキ液は、クエン酸一カリウム　５０ｇ／ｌ、ク
エン酸三カリウム　５０ｇ／ｌから組成されている。
　これにより、先ず、半田ボール搭載部３１に第１層目の金めっき皮膜Ｍ１が形成される
。
　続いて、前記のように半田ボール搭載部３１に金めっき皮膜Ｍ１が形成された銅製支持
板３０をパラジウムめっき浴に一定時間浸漬する。ここに、パラジウムめっき浴に貯留さ
れるめっき液は、リン酸カリウム　１５０ｇ／ｌ、　Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃｌ２　１５ｇ／
ｌから組成されている。
　これにより、金めっき皮膜Ｍ１上に、第２層目のパラジウムめっき皮膜Ｍ２が形成され
る。
【００４６】
　続いて、前記のように半田ボール搭載部３１に金めっき皮膜Ｍ１及びパラジウムめっき
皮膜Ｍ２が形成された銅製支持板３０をニッケルめっき浴に一定時間浸漬する。
　ここに、ニッケルめっき浴に貯留されるめっき液は、スルファミン酸ニッケル　３２０
ｇ／ｌから組成されている。
　これにより、パラジウムめっき皮膜Ｍ２上に、第３層目のニッケルめっき皮膜Ｍ３が形
成される。
【００４７】
　最後に、前記のように半田ボール搭載部３１に第１層目の金めっき皮膜Ｍ１、第２層目
のパラジウムめっき皮膜Ｍ２、第３層目のニッケルめっき皮膜Ｍ３が形成された銅製支持
板３０をパラジウムめっき浴に一定時間浸漬する。
　ここに、パラジウムめっき浴に貯留されるめっき液は、リン酸カリウム　１５０ｇ／ｌ
、Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃｌ２　１５ｇ／ｌから組成されている。
　これにより、ニッケルめっき皮膜Ｍ３上に、第４層目のパラジウムめっき皮膜Ｍ４が形
成される。
【００４８】
　前記のように、半田ボール搭載部３１に、金めっき皮膜Ｍ１、パラジウムめっき皮膜Ｍ
２、ニッケルめっき皮膜Ｍ３及びパラジウムめっき皮膜Ｍ４からなる金属めっき皮膜Ｍが
形成された後、電着レジスト膜３３をエッチング除去すると、図７（Ｈ）に示されるよう
に、半田ボール搭載部３１に金属めっき皮膜Ｍを形成した銅製支持板３０が得られる。
【００４９】
　図６戻って説明を続けると、前記のように銅製支持板３０に、金属めっき皮膜Ｍを有す
る半田ボール搭載部３１を形成した後、半田リフロー処理を行うことにより各半田ボール
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搭載部３１に対して半田ボール２５が搭載される（図６（Ｂ））。
【００５０】
　ここに、銅製支持板３０では、当初において、図８（Ａ）に示すように、金属めっき皮
膜Ｍは、半田ボール搭載部３１側から金めっき皮膜Ｍ１、パラジウムめっき皮膜Ｍ２、ニ
ッケルめっき皮膜Ｍ３及びパラジウムめっき皮膜Ｍ４の４層構造を有しているが、前記の
ように半田リフロー処理を行う際に、半田ボール２５をその融点以上の温度で溶融させて
リフロー処理を行うことにより、半田ボール２５とニッケルめっき皮膜Ｍ３とは半田合金
を形成する。最外層のパラジウムめっき皮膜Ｍ４は、ニッケルめっき皮膜Ｍ３の酸化を防
止する目的でリフロー時に形成され、半田合金に溶け込むことで濡れ性の向上に寄与する
。また、半田合金形成後の金めっき皮膜Ｍ１とパラジウムめっき皮膜Ｍ２は、そのままの
２層構造を保持し、ニッケル合金の酸化を防止する役割を果たす。
【００５１】
　また、回路基板２２（図６（Ｃ））に対してフリップチップ実装を行い、回路基板２２
の上面に半導体チップ２３を実装する（図６（Ｄ））。
【００５２】
　前記のように半導体チップ２３が実装された回路基板２２における各接続パッド２４に
対して、銅製支持板３０の各半田ボール２５を対向当接するとともに、半田リフロー処理
を行う。これにより、図６（Ｅ）に示すように、銅製支持板３０の各半田ボール２５が回
路基板２２における各接続パッド２４に半田接続される。
【００５３】
　続いて、図６（Ｆ）に示すように、所謂トランスファーモールド法により、回路基板２
２の実装面と銅製支持板との間にエポキシ系樹脂を充填し、モールド樹脂層２７を形成す
る。この状態が図８（Ｃ）に模式的に示されている。
【００５４】
　この後、アルカリエッチング液（メルテックス社製、商品名：Ａプロセス）によりエッ
チングを行い、銅製支持板３０のみを選択的に除去する（図６（Ｇ））。
　このとき、図８（Ｄ）に示すように、銅製支持板３０のみがエッチング除去され、半田
ボール搭載部３１に形成されている金めっき皮膜Ｍ１及びニッケルめっき皮膜Ｍ２は、２
層構造を保持したまま、半田ボール２５側に残存される。また、外側に存在する金めっき
皮膜Ｍ１の表面は、モールド樹脂層２７に形成される各ビア２６から露出され、銅製支持
板３０のエッチング除去時にエッチング液により清浄な状態とされ、モールド樹脂層２７
の樹脂残渣等は残存していない。
【００５５】
　更に、半田リフロー処理を介して、回路基板２２の下面に形成された各接続端子２８に
は半田ボール２９が搭載される（図６（Ｈ））。
【００５６】
　この後、図６（Ｉ）で示す位置Ｐで、回路基板２２はブレードを介して個片切断される
。これにより、個片化された半導体装置２１が製造される。各半導体装置２１において、
モールド樹脂層２７の各ビア２６から露出されている金めっき皮膜Ｍ１は、他の回路基板
等とを接続するための実装用端子となる。
【００５７】
　前記のように製造された半導体装置２１には、図９に示すように、他のパッケージ基板
３３がスタックされ、ＰＯＰ構造が形成される。
　ここで、半導体装置２１に対して他のパッケージ基板３３をスタックする方法について
図９に基づき説明する。
【００５８】
　図９において、パッケージ基板３３の下面において形成された各接続端子には、半田ボ
ール３４が搭載されており、先ず、図９（Ａ）に示すようにパッケージ基板３３の各半田
ボール３４と半導体装置２１にて各ビア２６から露出されている金めっき皮膜Ｍ１とが対
向配置される。更に、図９（Ｂ）に示すように、パッケージ基板３３の各半田ボール３４
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を、各半田ボール２５の上面における金めっき皮膜Ｍ１が露出される各ビア２６に配置し
て、パッケージ基板３３を半導体装置２１上にプリスタックする。
【００５９】
　前記のように、パッケージ基板３３を半導体装置２１にプリスタックした状態で、半田
リフロー処理が行われる。これにより、パッケージ基板３３の各半田ボール３４と半導体
装置２１の各半田ボール２５とが金めっき皮膜Ｍ１、ニッケルめっき皮膜Ｍ２と共に相互
に溶融接続される。この状態が図９（Ｃ）に示されている。
　ここに、パッケージ基板３３を半導体装置２１にプリスタックする際、半導体装置２１
におけるモールド樹脂層２７には、各半田ボール２５の一部が露出するように逆円錐状の
ビア２６が形成されているので、パッケージ基板３３の各半田ボール３４を簡単に各ビア
２６に配置することが可能となり、結果的に、半導体装置２１に対するパッケージ基板３
３の搭載を容易且つ確実に行うことができる。
【００６０】
　前記第２実施形態に係る半導体装置２１及びその製造方法によれば、半田ボール搭載部
３１に金めっき皮膜Ｍ１、ニッケルめっき皮膜Ｍ２及びパラジウムめっき皮膜Ｍ３の３層
構造を有する金属めっき皮膜Ｍを形成するとともに、金属めっき皮膜Ｍに対して半田ボー
ル２５を搭載した銅製支持板３０をエッチング除去した後に、金属めっき皮膜Ｍは半田ボ
ール２５側に残存し、また、モールド樹脂層２７の各ビア２６から露出されている各半田
ボール２５の上端部に形成されたニッケルめっき皮膜Ｍ２、金めっき皮膜Ｍ１は、銅製支
持板３０のエッチング処理の際に、モールド樹脂層２７の樹脂残渣等が残存しない清浄な
状態に保持されており、これにより各半田ボール２５の濡れ性を向上してパッケージ基板
３３の各半田ボール３４との接続を確実に行うことができるとともに半導体装置２１とパ
ッケージ基板３３との電気的接続信頼性を格段に向上することができる。
【００６１】
　尚、本願に開示された半導体装置及びその製造方法は、第１実施形態に係る半導体装置
１及びその製造方法、第２実施形態に係る半導体装置２１及びその製造方法に限定される
ものではなく、本願の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能であることは勿
論である。
【００６２】
　例えば、第２実施形態に係る半導体装置２１の製造方法では、銅製支持板３０の半田ボ
ール搭載部３１に金属めっき皮膜Ｍ（金めっき皮膜Ｍ１、パラジウムめっき皮膜Ｍ２、ニ
ッケルめっき皮膜Ｍ３、パラジウムめっき皮膜Ｍ４の４層構造を有する）を形成するとと
もに、金属めっき皮膜Ｍに対して半田リフロー処理により半田ボール２５を接続した後（
図６（Ａ）、図６（Ｂ））、半田ボール２５を回路基板２２の接続パッド２４に接続して
いるが（図６（Ｅ））、これに限定されることはなく、図１０に示す方法を採用してもよ
い。
【００６３】
　即ち、図１０に示すように、銅製支持板３０の半田ボール搭載部３１に金属めっき皮膜
Ｍ（金めっき皮膜Ｍ１、パラジウムめっき皮膜Ｍ２、ニッケルめっき皮膜Ｍ３、パラジウ
ムめっき皮膜Ｍ４の４層構造を有する）を形成し（図１０（Ａ））、また、回路基板２２
の接続パッド２４に対して半田リフロー処理を介して半田ボール２５を搭載接続し（図１
０（Ｄ））、この後、銅製支持板３０における半田ボール搭載部３１を半田リフロー処理
により半田ボール２５に対して接続する（図１０（Ｅ））するようにしてもよい。
【００６４】
　前記した方法が図１１に模式的に示されており、銅製支持板３０では、当初において、
図１１（Ａ）に示すように、金属めっき皮膜Ｍは、半田ボール搭載部３１側から金めっき
皮膜Ｍ１、パラジウムめっき皮膜Ｍ２、ニッケルめっき皮膜Ｍ３及びパラジウムめっき皮
膜Ｍ４の４層構造を有している。そして、図１１（Ｂ）に示すように、銅製支持板３０の
半田ボール搭載部３１に形成されている金属めっき皮膜Ｍと回路基板２２上の半田ボール
２５とを半田リフロー処理を介して接続する際、半田ボール２５をその融点以上の温度で
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溶融させてリフロー処理を行うことにより、半田ボール２５と最も外側のパラジウムめっ
き皮膜Ｍ４及びニッケルめっき皮膜Ｍ３とは、半田合金を形成する。また、パラジウムめ
っき皮膜Ｍ２、金めっき皮膜Ｍ１は、そのままの構造を保持することが可能である。
【００６５】
　更に、所謂トランスファーモールド法により、回路基板２２の実装面と銅製支持板３０
との間にエポキシ系樹脂を充填し、モールド樹脂層２７を形成した後（図１１（Ｃ））、
アルカリエッチング液によりエッチングを行って銅製支持板３０のみを選択的に除去する
と（図１１（Ｄ））、銅製支持板３０のみがエッチング除去され、半田ボール搭載部３１
に形成されている金めっき皮膜Ｍ１及びパラジウムめっき皮膜Ｍ２は、２層構造を保持し
たまま、半田ボール２５側に残存される。また、外側に存在する金めっき皮膜Ｍ１の表面
は、モールド樹脂層２７に形成される各ビア２６から露出され、銅製支持板３０のエッチ
ング除去時にエッチング液により清浄な状態とされ、モールド樹脂層７の樹脂残渣等は残
存していない。これにより各半田ボール２５の濡れ性を向上してパケージ基板３３の各半
田ボール３４との接続を確実に行うことができるとともに半導体装置２１とパッケージ基
板３３との電気的接続信頼性を格段に向上することができる。
　尚、図１０、図１１に示す半導体装置２１及びその製造方法において、前記した第２実
施形態に係る半導体装置２１の製造方法と異なる点以外の点については、第２実施形態の
場合同様であるので、ここではその説明を省略する。
【００６６】
　また、前記第１実施形態及び第２実施形態に係る半導体装置１、２１では、回路基板２
、２２の下面に形成された各接続端子８、２８には半田ボール９、２９が搭載されている
が、半導体装置１、２１がＬＧＡ（Ｌａｎｄ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）構造に使用される
場合には、各接続端子８、２８に半田ボール９、２９を搭載する必要はない。
【００６７】
　また、前記第１実施形態及び第２実施形態に係る半導体装置１、２１では、フリップチ
ップ実装により回路基板２、２２に半導体チップ３、２３を実装しているが、これに限ら
ず、半導体チップをワイヤボンディングにより接続する場合、その他例えば２つの半導体
チップを上下にスタックした所謂チップスタックタイプにおいて下側の半導体チップをフ
リップチップ実装し、上側の半導体チップをワイヤボンディングにより接続する場合にお
いても、第１実施形態及び第２実施形態に係る技術内容を適用することが可能である。
【００６８】
　更に、前記第１実施形態及び第２実施形態では、金属めっき皮膜Ｍは金めっき皮膜Ｍ１
、パラジウムめっき皮膜Ｍ２、ニッケルめっき皮膜Ｍ３及びパラジウムめっき皮膜Ｍ４の
４層構造を有していたが、これに限定されることなく、例えば、金めっき皮膜、ニッケル
めっき皮膜及びパラジウムめっき皮膜や金めっき皮膜、パラジウムめっき皮膜及び金めっ
き皮膜からなる３層構造であってもよい。
【００６９】
　また、第１実施形態及び第２実施形態において金属皮膜は、めっきにより形成されてい
るが、これに限らず、例えば、スパッタリング等の方法で金属皮膜を形成してもよい。
【符号の説明】
【００７０】
　１　　　　　第１実施形態に係る半導体装置
　２　　　　　回路基板
　３　　　　　半導体チップ
　４　　　　　接続パッド
　５　　　　　半田ボール
　６　　　　　ビア
　７　　　　　モールド樹脂層
　１０　　　　銅製支持板
　１１　　　　半田ボール搭載部
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　１３　　　　パッケージ基板
　２１　　　　第２実施形態に係る半導体装置
　２２　　　　回路基板
　２３　　　　半導体チップ
　２４　　　　接続パッド
　２５　　　　半田ボール
　２６　　　　ビア
　２７　　　　モールド樹脂層
　３０　　　　銅製支持板
　３１　　　　半田ボール搭載部
　３３　　　　パッケージ基板
　Ｍ　　　　　金属めっき皮膜

【図１】 【図２】
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